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SiC MOSFETは低いチャネル移動度が課題となっており、窒化をはじめとした様々な SiO2/SiC界面

特性向上技術が模索されている。近年、SiC表面に極薄 Ba層を堆積し、SiO2層でキャップした後、900C

の低温での熱酸化（MEO: metal-enhanced oxidation）を施したMOSFETが高移動度を示すことが報告さ

れている[1]。Ba-MEOには SiO2表面および SiO2/SiC界面でのラフネス増大という問題も指摘されてい

る[2]が、我々は以前、酸化膜の増膜がほとんど見られない 800C以下の Ba-MEOで、熱酸化膜と同等

の平坦性を維持しつつ、良好な界面特性が得られることを報告した[3]。そこで本研究では、750C か

ら 950Cまでの温度範囲で MEOを施した Ba添加 SiC MOSFETを作製し、ホール効果測定により Ba

添加によるデバイス特性向上の起源について検証した。 

イオン注入により n+ソース／ドレイン領域と p+ボディコンタクト領域をそれぞれ形成した p型エピ

タキシャル層付 4H-SiC(0001)基板上に、分子線蒸着により Baを 0.1 nm、プラズマ CVDにより 35 nm

の SiO2キャップ層を順に堆積し、O2雰囲気下 750~950CでMEOを行った。その後、N2雰囲気下 950C

で 30分間の POA処理を行い、Al電極を形成して nMOSFETを作製した。得られたドレイン電流-ゲー

ト電圧特性から算出した電界効果移動度を Fig. 1に示す。参照用の熱酸化膜試料と比較して Ba添加試

料は高移動度を示しているが、そのピーク移動度は MEO温度が低いほど高くなることがわかる。そこ

で、MEO温度 750Cと 900Cでホール効果測定可能な素子[4]を作製し、チャネル中の可動電子密度と

ホール移動度を評価した。Fig. 2(a)に CETで規格化した可動電子密度（nfree）のゲート電圧依存性を示

す。ここで、スプリット C-V 測定から算出した電子密度を理想値とした。熱酸化膜試料ではほとんど

の電子が絶縁膜界面に捕獲されて nfreeが僅か 3%しかないのに対して、Ba 添加試料では、酸化温度に

よらず nfreeが 55%まで増大していることがわかる。一方、ホール移動度を比較すると、Ba添加試料は

熱酸化膜試料の移動度よりも低く、MEO 温度が高い方が移動度劣化することがわかった（Fig. 2(b)）。

以上のことから、SiO2/SiC界面への Ba導入は MEO温度に依存して電子移動度を劣化させるものの、

可動電子密度が大幅に増加することで電界効果移動度が向上したと結論できる。 
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Fig. 1  Field-effect mobilities of 

SiC MOSFETs with various 

MEO temperatures. 

Fig. 2  (a) Mobile electron densities normalized by CET measured for 

SiC MOSFETs with MEO at 750 and 900C. Ideal electron density 

estimated from split C-V characteristics is also shown. (b) Hall electron 

mobilities of SiC MOSFETs as a function of mobile electron density. 
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